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【はじめに】 

前回、マグネトロンスパッタリング法によ

り、ZnO/MgO ターゲットの表面の面積比

(MgO/ZnO 比)を変化させて ZnMgO 層の成

長を行い、その結晶性並びに光学的特性につ

いて報告した。今回は、基板温度を変化させ

て ZnMgO層を成長し、その諸特性について

検討を行ったので報告する。 

 

【実験方法】 

成長装置には、UHV 高周波マグネトロン

スパッタ装置を使用した。反応ガスには

Ar(6-N)ガスを使用した。基板には 2 インチ

径 Al2O3(0001) を使用し、ZnMgO 層を直接

成長した。成長した ZnMgO層は、結晶性を

XRDにより、表面形態を AFMにより、光学

的特性を可視分光光度計により評価を行っ

た。 

 

【実験結果】 

ZnMgO層の(0002)面におけるXRC FWHM

値を図 1に示す。XRC FWHM値は、基板温

度の上昇に伴い900 C以降で急激に減少し、

それ以上では 140 arcsec程度の非常に低い値

であることが解る。800 Cと 900 Cで成長

した ZnMgO層の AFM像を図 2に示す。何

れの試料においても、表面は粒子状の構造で

あることが解る。尚、その他の結果に関して

は、当日報告する予定である。 
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図 1  ZnMgO層のXRC FWHM値における 

基板温度依存性 
 
 
 

 

(a) 800 C 

 

(b) 900 C 

図 2  ZnMgO層の AFM像 
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